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Chaves e Capacitores
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EPOLI/PEE/COPPE



Silício puro:
4 elétrons na camada 
de valência

Silício dopado com 
fósforo:  5 elétrons na 
camada de valência

Silício dopado com 
boron:  3 elétrons na 
camada de valência

Semicondutor tipo n Semicondutor tipo p

Dopagem



Chave CMOS



Chave CMOS

Dimensões: 11,5 μm x 15,2 μm



C = ACox

Cox = εox/tox

Cox ≈ 1.5 fF/(μm)2

Capacitores em Tecnologia CMOS

εox ≈ 3.5 x 10-13 F/cm 

tox ≈ 10 nm

Processo:  0.8 µm



Capacitores

C = 200 fF



Layout de Matrizes de Capacitores

Desenho
Fotografia



Capacitâncias Espúrias

Capacitâncias 
de 

Crosstalk

Capacitâncias
de 

Crossover



Melhorias no Layout



Melhorias no Layout
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